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® Halbleitervorrichtung mit Schutzlage und Verfahren zu ihrer Herstellung 

(57) Eine warmebestandige Harzlage ist als eine Schutzab- 
deckung zum Schutzen einer Tragerstruktur, die auf ei- 
nem Halbleiterchip vorgesehen ist, durch einen warme- 
bestandigen Klebstoff mit dem Halbleiterchip verbunden. 
Die warmebestandige Harzlage besteht aus einem Teil auf 
Polyimidbasis und der warmebestandige Klebstoff be- 
steht aus einem Silikonklebstoff. Die warmebestandige 
Harzlage wird wahrend eines Herstellungsverfahrens des 
Halbleilerchips nicht verformt. Au&erdem dringt wahrend 
eines Zerteilens kein Schleifwasser in den Halbleiterchip 
ein. 
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Beschreibung 

Die vorlicgcndc Erhndung bclrifTt cine T-Ialblcitervorrich- 
lung, die einen TTaibleiterchip hcinhalleU der mil. einer 
Schutzlagc bcdcckl ist, und ein Verfahren zu ihrer TTcrslel- 5 
lung. 

Tin allgemcinen bcinhaliet ein Halbleitcrscnsor fur cine 
physikalischc GroBe, wie /.uni Beispicl cin I lalblciterbe- 
schleunigungssensor oder ein Halbleilcrdrucksensor ein be- 
wegliches Teil, das auf eincm Siliziumchip ausgcbildel isi. 10 
Ein deraniger Sensor gibl in Ubercinslimmung mil einer 
Vcrsclzung des bewegliehen Tciis ein elcktrisches Signal 
aus, das einer physikalischcn GroBe, wie /.urn Beispicl einer 
Beschlcunigung oder eincm Druck, cntspricht. 

Zum Beispicl offenbarl die JP-A-9-21 1022 einen Be- 15 
schlcunigungssensor, dcr cine Tragcrstruktur, die a Is ein he- 
wegliches Teil auf eincm Siliziumsubsirai ausgcbildel isi 
und nach eincm Aufnehmen einer Beschlcunigung vcrsctzt 
wird, cine bewcglichc Eleklrode, die auf der Tragerst.ru klur 
angcordncl ist, und cine bewcglichc Eleklrode bcinhaliet. 20 
die dcrart auf dem Siliziumsuhst.rai ausgcbildel ist, daB sic 
dcr bewegliehen Eleklrode gegenuberlicgt. Dcr Bcschlcuni- 
gungssensor crfaBl cine Beschlcunigung auf der Grundlage 
einer Andcrung eincs Abslands zwischen dcr bewegliehen 
Eleklrode urul der Icslcn Eleklrode. 25 

Diesc Art einer TTalbleiiervorrichtung bcinhaliet im allge- 
mcinen cine Schutzabdeckung /.um Bedeckcn und Sehutzcn 
des bewegliehen Toils. Wie es in dcr JP-A-6- 347475 offen- 
barl ist, kann cin Giassubstral, welches dureh Anodcnkopp- 
lung mil eincm Halbleiterwafer verbunden isi, als die 30 
Schutzabdeckung verwendet werden. In dicsem Fall ist es 
jedoch wahrscheinlich, daB das Giassubstral aufgrund einer 
Obcrriaclicnrauheii seiner Vcrbindungsgrcnzfl lichen Luckcn 
an dem Verbindungsabschnill mil dem TTalblcilerwafer aus- 
bildet. Deshalb gelangi, wenn cin 'Xcrtcilen ausgefuhrl wird, 35 
Schlcifwasscr dcrart Icicht durch die Luckcn in die TTalblei- 
iervorrichtung, daB verschicdenc Problemc verursachi wer- 
den. Zum Beispicl kann das Wasscr aufgrund seiner Ober- 
flachenspannung die Bewegung des bewegliehen Tcils slo- 
ren. 40 

Andercrseits offenbarl die JP-A-9- 27466 kcin Giassub- 
stral sondern cine UV-hartendc Lage als einc Schulzabdek- 
kung. Wenn die UV-hartende Lagc als die Schutzabdeckung 
vcrwcndel wird, trill das dcrarligc Problem nichl auf, datt 
Schlcifwasscr wahrend des /crlcilens in die TTalbleilervor- 45 
richlung gelangi. Jedoch wird die UV-hartende Lage bci ei- 
ner Tcmperalur von ungefahr 8()°C bis 90°C vcrformt. Auf- 
grund desscn muB die UV-hartende Lagc von dcr Halbleiier- 
vorrichlung abgenommcn werden, wenn nachfolgendc 
Schrillc, wie /um Beispicl ein Drahtkontaklicrungsschritt, 50 
ausgefuhrl werden, die cine Tcmperalur crfordcrn, die hoher 
als dicse isi. Dies fuhtl m einer Erhdhung einer Anzahl von 
TTerslcllungsschriiten. 

Weilerhin gibl es cine Slruktur eines IVps mil beidseitig 
freilicgcnden Oberflachen, die einc Tragerslruklur (ein be- 55 
weglichcs Teil) als ein Hrfassungstcil aufweisi, das auf bei- 
den Oberflachen cincs Chip frcigclcgi ist. Bci einer dcrarti- 
gen Slruklur isi es wahrscheinlich, daB ein KlebstolT das Er- 
fassungsleil dcrart bcruhrt, daB die Bewegung des bewegli- 
ehen Tcils gestort wird, wenn dcr Chip durch den KlebstolT 60 
auf eincm Leiterrahmcn befestigl wird oder durch einen 
KicbsloiT an eincm Gehausc befestigl wird. Wenn der Sens- 
orchip des Typs mil beidseitig frei licgenden Oberflachen 
mil Har/. vergossen wird, beruhrt das Harz lcichi das bewcg- 
lichc Tcil. Auch dann, wenn dcr Scnsorchip an dem Toiler- 65 
rah men oder dem Gehausc befcsligi wird. kann das Harz 
leicht das bewcglichc Tcil durch Gchcn durch cine Luckc an 
dem Verbindungsabschnill des Chip beruhren. 
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Die vorlicgcndc Erhndung isi im Hinblick auf die vorher- 
gehenden Problemc gcschafTcn worden. Es ist cine Aufgabe 
dcr vorliegendcn Erhndung, einen Halblciicrchip zu schaf- 
fen, der mil einer Schutzlagc bcdcckl isi. und mil niedrigen 
Kosten mil einer niedrigen Zahi von TTerslcllungsschriiten 
hergcslelll werden kann. Es isi cine weitere Aufgabe der 
vorliegendcn Erfindung, zu vcrhindern, daB KicbsloiT und 
GuBharz wahrend cincs I Icrslellungsvcrfahrens cin be weg- 
lichcs Teil cincs Halbleilerchip vcrklebcn. 

GemaB dcr vorliegendcn Erfindung isi cine hauptsciligc 
Schulzharzlage, die einc OlTnung aufweist, durch einen 
hauplseiligen warmebestandigen KicbsloiT derari mil eincm 
Halblciicrchip verbunden, daB cine AnschluBflache auf dem 
Halblciicrchip ubcr die OlTnung frcigclcgi ist. Die An- 
schluBflache isi mil eincm Drahl verbunden. Die hauplsci- 
lige Schul/harzlagc und dcr hauptsciligc wanncbcslandige 
KlebstolT wcisen erste und zwcite wanucbestandigc Icmpe- 
raturcn auf, die holier als cine erslc Tcmperalur sind, bci 
wclchcr der Drahl durch Kontaklieren an der AnschluBfla- 
chc befestigl werden kann. Da die hauptsciligc Schutzharz- 
lage durch den warmebestandigen KlebslofT mil dem Halb- 
lciicrchip verbunden ist, dringl wahrend eincs Zcrtcilens 
kcin Schlcifwasscr durch den Verbindungsabschnill cin. Da 
die erslcn und zweilen warmebestandigen Tempcraluren ho- 
lier als die Tcmperalur sind, bci wclchcr der Drahl durch 
Konlakiieren an der AnschluBfliichc befestigl werden kann, 
kann das D rah ikon lakticren ohne En I fern en der hauplsciti- 
gen Schutzharzlage an dem TTaibleiterchip ausgefuhrl wer- 
den, was zu einer vcrringcrt.cn Anzahl von TTcrstellungs- 
schriiten fuhrt. 

Die crsten und zweiten wanncbestandigen Tempcraluren 
der hauplseiligen Schutzharzlage und des haupisciiigen war- 
incbcstandigcn Klcbsluffs sind holier als cine Tcmperalur, 
bei wclchcr dcr TTaibleiterchip an eincm T^eilerrahmen befe- 
stigl werden kann. Deshalb kann der TTaibleiterchip ohne 
Enlfcrnen dcr Schutzharzlage an dem Leiterrahmcn befe- 
stigt werden. Die erslcn und zweilen warrnebestandigen 
Tempcraluren sind hoher als cine Tcmperalur, bei wclchcr 
dcr TTaibleiterchip mil Harz vergossen werden kann. Des- 
halb kann dcr Halbleilerchip ohne Enlfcrnen dcr Schutz- 
harzlage mil Harz vergossen werden. 

Die crsten und zweilen warniebeslandigen Tempcraluren 
sind hoher als einc Tempcratur, bei wclchcr dcr TTaibleiter- 
chip an eincm Gehausc bcfesligt werden kann. Deshalb 
kann der Hal b lei t ere hip zusammen mil dcr Schulzharzlage 
an dem Gehausc befestigl werden. Vorzugsweisc besleht die 
hauptsciligc Schulzharzlage aus Polyiniid und bcinhaliet der 
haupisciiigc warmcbcsiandige KlebslofT einen Silikonkleb- 
stoff. 

Wenn die Halbleiterstruktur an beiden Oberflachen des 
TTaibleiterchip frcilicgi, wird wciterhin cine riickseitigc 
Schutzharzlage dcrart mil dem Halblciicrchip verbunden, 
daB sic die TTalblcilerstruklur auf einer der hauplseiligen 
Schulzharzlage gegenuberlicgcndcn Seitc bcdcckl. Die 
riickseiiige Schulzharzlage kann durch einen riickseitigen 
warmebesiiindigen Klcbsioff mil dem Halbleilerchip ver- 
bunden sein. Vorzugsweisc bestcht die ruckseitige Schutz- 
harzlage aus Pol yi mid und bcinhaliet der riickseiiige war- 
mcbestandigc KlebstolT ebenso einen SilikonklebstofT. 

Die riickseiiige Schutzharzlage ist gcgen Liber den Tcmpe- 
raluren bestiindig, bei welchcn der Draht an der AnschluB- 
llache befestigl, der Halbleilerchip an dem Lciterrahmen be- 
festigl, dcr Halbleilerchip mil TTarz vergossen und dcr Halb- 
leilerchip an dem Gchause befesiigi werden kann, ebenso 
wie cs die hauptsciligc Schulzharzlage und dcr hauptsciligc 
warmcbcsiandige KlebstolT sind. Das hciBl, die hauplseili- 
gen und ruckseiligcn Schutzharzlagcn werden bci den zuvor 
beschricbencn Temperaturen nicht thcrmisch vcrfoniu. Dies 
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laBt zu, daB die Schutzlagcn wahrend dcr zuvor beschricbe- 
ncn TTcrslcllungsschriUc aufdem Halblcitcrchip vcrblciben. 
Auch dann, wenn die llalblciterslruktur auf den beiden 
Obcrflachen des llalblcilcrchip freigelcgl ist, beriihren dcr 
Klebsioff und das TTar/. wahrend den Hcrsteliungsschritten 
nichl die Ilalblcilerstruklur, da die Halblcitcrslruklur von 
den hauplseiiigcn und rucksciiigen Schutz lagen bcdcckl 
wird. Weiierhin kann das liindringcn von Schlcilwasser 
wahrend eines Xeneilens verhinderl wcrden. 

Die voriiegende lirhndung wird nachstehend anhand von 
Ausfuhrungsbeispielcn unter Bczugnahmc auf die bei lie- 
ge nde /eichnung nahcr erlautcrt. 

lis zeigen: 

Fig. 1 cine Qucrschnillsansicht eines Ilalbleiterbcschlcu- 
nigungssensors gemaB eineni erstcn Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 2 A bis 21 i Querschnittsansichlen eines Hersicllungs- 
verfahrens des in Fig. 1 ge/cigien Bcschleunigungssensors 
auf cine schrill arlige Weise; 

Fig. 3 cine cine GrundriBgcstaltung eincr wannebcslandi- 
gen Klebslofflage gemaB dem erslen Ausfuhrungsbeispiel 
schematisch darstellende Draufsicht; 

Fig. 4 cine cine GrundriBgeslallung eines llalblcilcrwa- 
fers gemaB dem erslen Ausfuhrungsbeispiel schemaiiseh 
darstellende Draufsicht; 

Fig. 5 eine perspeklivische Ansichl eines Zuslands, in 
dem ein Zcrteilen ausgefuhrt wird, gemaB dem erslen Aus- 
fuhrungsbeispiel; 

Fig. 6 A bis 6D Querschnittsansichlen eines Herslcllungs- 
vcrlahrens eines Ualblcitcrbeschlcunigungsscnsors gemaB 
cincm zweiien Ausluhrungsbcispiel auf cine schritiartige 
Weise; 

Fig. 7A bis 7D Querschnittsansichlen eines ITcrstcllungs- 
verfahrens eines Tlalbleiterbeschleunigungssensors gemaB 
einem drillen Ausfuhrungsbeispiel auf eine schrillartige 

Fig. 8 cine Querschnittsansichl eines nalblcilerbcschlcu- 
nigungssensors gemaB einem viertcn Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 9 cine Qucrschniltsansichl eines ITalblcilerbcschlcu- 
nigungssensors gemaB einem fiinften Ausruhrungsbeispici; 

Fig. 10A bis 10D QuerschniUsansichten eines TTcrstel- 
lungsvcrfahrcns des in Fig. 9 gezeigien Beschleunigungs- 
sensors gemaB dem funften Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 11 cine cine GrundriBgcstaltung eines Halbleilerwa- 
fcrs gemaB dem funflen Ausfuhrungsbeispiel schcmaLisch 
dargcslelltc Draufsicht; 

Fig. 12 eine perspeklivische Ansicht eines Xuslands, in 
dem ein Zcrtciicn ausgefuhrt wird. gemaB dem funflen Aus- 
fuhrungsbeispiel; 

Fig, 13A bis 13C Querschnittsansichlen cincs weitercn 
ITerstellungsverfahrens des in Fig. 9 gezeigien Bcschleuni- 
gungssensnrs gemaB einem scchsien Ausfuhrungsbeispiel: 

Fig. 14A bis 14C Ouerschniltsansichien eines wcitercn 
Ilerstcllungsvcrfahrcns des in Fig. 9 gezeigien Beschleuni- 
gungssensors gemaB einem siebenten Ausfuhrungsbeispiel; 
und 

Fig. 15 eine Querschnittsansichl eines Halbleitcrbc- 
schlcunigungssensors gemaB einem achtcn Ausfuhrungsbei- 
spiel. 

Nachstehend erfolgt die Beschrcibung eines erstcn Aus- 
fuh rungs bei spiels der vorliegenden Erfindung. 

lis wird auf Fig. 1 vcrwiescn. Ein Halbleitcrbeschleuni- 
gungssensor gemaB dem erstcn Ausfuhrungsbeispiel bein- 
haltct cincn Sensorchip 1, der durch VcrgicBcn mil Ilarz ver- 
kapselt isi. Dcr Sensorchip 1 weisi cine Sirukiur auf, die im 
wesent lichen die gleiche wic die isl. die in dcr JP-A-21 1022 
o I fen ban isi. Kurz gesagt ist eine Tragcrsiruklur, die als ein 
bewcgliches lei I nach einem Aufnehmcn eincr Beschlcuni- 
gung verscl/.t wird. auf einem Siliziumsubslrat ausgcbildci 
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und wird die Beschleunigung auf dcr Grundlage eincr Ande- 
rung cincs Abslands zwischen eincr bewcglichen lilektrodc, 
die auf dcr 'Iragcrslrukl.ur vorgeschen isl, und einer festcn 
Kick l rode erfaRl, die aufdem Siliziumsuhsl.ral vorgeschen 
ist. In Fig. 1 ist lediglich die Tragcrsiruklur mil dem Bczugs- 
zcichen la bezeichnet. AnschluBflachen lb sind auf der 
Oberflache des Sensorchip 1 derart ausgcbildci. daB die be- 
wcgliche lileklrode und die feste lileklrode eJeklrisch mil ei- 
ncr auBcren Schaltung vcrbunden sind. Mine warmebestan- 
dige Uarzlage 2 zum Schutzcn dcr Tragcrsiruklur als cine 
Schulzabdeckung isl durch cincn warmcbestandigen Kleb- 
sloff 3 mil dcr Oberllache des Scnsorschip 1 vcrbunden. Der 
warmehcslandige Klebstoff 3 ist gegenuber Warmebchand- 
lungstemperaturcn (zum Beispicl 150°C bis 180°C) fur ci- 
ncn Drahlkontakticrungsschrilt und cincn Tlar/.vcrguB- 
schrill, die nachstehend beschricben wcrden, bcslandig.Gc- 
nauer gesagt beslchi die warmcbeslandigc Uar/.lagc"2 aus 
cincm Material auf Polyimidbasis, das cine warmcbestan- 
dige Tcmpcratur von ungefahr 40()°(; aufwcisl und ist dcr 
warmebestandige Klebstoff 3 ein SilikonklcbstolT. dcr cine 
warmcbestandige Tcmpcratur von ungefahr 23()°C aufwcisl. 
Dies bedeutel, daB das Material auf Polyimidbasis bei eincr 
Tcmpcratur, die gleich odcr klciner als 400°C isl, nichl ther- 
miseh vcrformt wird und daB dcr Silikonkiebsloff bei eincr 
Tcmpcratur, die gleich odcr klciner als 230"C isl, nichl Llier- 
misch verfonni wird. 

Die warmcbestandige Uarzlage 2 wcist Konlakllochcr 
2()b zum derarligen Ereilegcn der AnschluBllachcn lb aus 
diesen auf, daB die AnschluBflachen 1 durch Konlaktiercn 
ubcr Drahtc 4 mil einem Ixitcrralimcn 5 vcrbunden sind. 
Der Sensorchip 1 isl durch cine Silbcrpaste 6 fesl an dem 
I^ciicrrahmen 5 angebrachl und dcr Sensorchip 1 und dcr 
lAiiterrahmcn 5 sind vollslandig durch VcrgicBcn mil !Tarz7 
vcr kapselt. 

Als nachsics wird ein Vcrfahrcn zum TTcrstellen des Be- 
schleunigungssensors unler Bczugnahme auf die Fig. 2A bis 
21i erklarl. 

lis folgt cine Beschrcibung cincs in Fig. 2 A gczcigten 
Sch rills. 

Eine warmebestandige Klebciage 20. die ein Tcil 2 auf 
Polyimidbasis aufwcisl, das mil dem Silikonkiebsloff 3 bc- 
dcckl ist, wird vorbereitct. Eine Dicke des Teils 2 auf Polyi- 
midbasis belindcl sich vorzugs weise in cincm Bcrcich von 
50 urn bis 150 um zum Erlcichtern cincs Zerleilcns in cincm 
nachfolgcnden Schritt und cine Dicke des Silikonklebstotrs 
3 befindet sich vorzugsweisc in cincm Bcrcich von lOjjni 
bis 20 um. 

lis folgt cine Beschrcibung eines in Fig. 2B gezeigien 
Sch rills. 

Vertiefungcn 20a werden derart auf dcr warmcbestandi- 
gen Klebciage 20 ausgcbildci. daB verhinderl werden kann, 
daB Tragerstrukturen la in cincm in Fig. 2D gezeigien 
Schrill, in wclchem die waniicbcstandige Klebelagc 20 mil 
cincm Halblcilcrwafcr 10 vcrbunden wird, die warmebe- 
standige Klebciage 20 beruhren. Die Vertiefungcn 20A wer- 
den unter Verwcndung eines lixcimcr lasers ausgcbildci, 
wahrend cine Anzahl von I'cuerzcilcn izcslcucrt wird, um er- 
wiinschle Tiefen von ihnen zu crziclen. lis ist vorstcilbar, 
zum Verbesscrn cincs Durchsalzcs dcr Verarbcitung den La- 
serstrahl durch eine Maske auf zuweiten, um den Laserstrahl 
in mchrcre Slrahlen aufzutciien, oder cine Anzahl von La- 
scrgencraiorcn zu crhohen. 

Weiierhin werden die Konlaktloeher 20b an Positioncn, 
die den AnschluBflachen lb des HaJblencrwafers 10 eni- 
sprcchen, in dcr warmcbestandigen Klebciage 20 ausgcbil- 
dci. Die Verarbcitung dcr Konlakllochcr 20b kann durch den 
lixcimerlaser oder durch Stanzcn durchgefuhrt wcrden. Jcdc 
Qffnungsflachc dcr Konlakllochcr 20b kann klciner odcr 
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grofter als die dcr jewciligen AnschluBflachcn lb scin, vor- 
ausgcsclzi, daB das Drahtkoniaklicren aufdicscn ausgefuhrt 
vvird. Die Rcihenfolgc zum Ausbildcn dcr Vcrlicfungcn 20a 
unci dcr Konlakllochcr 20b isl nichl Test gel eg t. und die Kon- 
lakllochcr 20b konnen vor einem Ausbildcn dcr Vcriicfun- 5 
gen 20a ausgebildci werden. 

Fig. 3 zeigi cine GrundnBgestaltung dcr wannebeslandi- . 
gen Klebelage 20. Die Vcrlicfungcn 20a und die Kontakllo- 
cher 20b sinci deran ausgebildci, daB sic Posilioncn cnisprc- 
ehen, an denen Scnsorchips auf dem TTalbleilerwafcr 10 aus- io 
zubilden sind. Wciieriiin sind y.um Ausrichlcn bezuglichdes 
Ilalbleilcrwalers 10 Ausrichlungsmarkierungcn 20C aufder 
warmebeslandigen Klebelage 20 ausgebildci. Die Ausrich- 
lungsmarkierungcn 20c sind Durchgangslocher, die durch 
einen lixcimcrlascr ausgebildci werden. 15 

lis folgi cine Bcsehreibung eincs in Fig. 20C gczcigl.cn 
Schrius. 

Als niiehsies wird dcr TTalbleilerwafcr 10 vorbcreiicl, auf 
we I client die Triigcrstrukluren la und die Aluminium- bzw. 
Al-Anschluftflachcn lb ausgebildci werden. Fig. 4 zcigt 20 
cine (jrundritfgcslallung des TTalblcilcrwafers 10. Wic es in 
dicscr Figur gc/eigl isl, sind /.uni Ausrichlcn bczuglich dcr 
wannebeslandi gen Klebelage 20 Ausrichlungsmarkierun- 
gcn lc ausgebildci. In Fig. 4 sind die AnschluBflachcn 4 
weggclassen. 25 

lis folgi cine Bcsehreibung cines in Fig. 2D gezeiglcn 
Schrius. 

Die wannebeslandi gc Klebelage 20 wird derarl auf dcr 
Oberllachc des Tlalbleilerwafers 10 angcbrachl, daB jede 
Ausrichiungsmarkicrung 20c dcr warniebeslandigen Klebe- 30 
lage 20 mil eincr cntsprcchendcn Ausrichiungsmarkicrung 
lc des Tlalbleilerwafers 10 ubcrcinslimmi. DemgemaB wer- 
den die Tragerslrukiurcn la jewcils in den Verticfuugen 20a 
unlergebraeht. 

Bei dem Verbindungsschriii kann cine erwarmle Walze 35 
oder dcrgleichcn auf dcr wannebeslandi gen Klebelage 20 
gewal/.i werden, um die Lagc 20 /.u erwanncn, oder kann 
cine Walzc oder dcrgleichcn auf dem crwannlen TTalbleiler- 
wafcr 10 gewal/.i werden, um cin Hr/cugcn von TTohlrau- 
men zu vcrhindern und um cine Klebcfesligkcil des Kleb- 40 
stoffs /.u verbesscrn. Das Ausrichlcn dcr warmebeslandigen 
Klebelage 20 und des TTalblcilcrwafers 10 kann unlcr Ver- 
wendung eincr CCD-Kamcra, die /.wise hen dcr warmebe- 
slandigen Klebelage 20 und dem TTalbleilerwafcr 10 angc- 
ordnel isl, vor einem Vcrbindcn ausgefuhrt werden. In cini- 45 
gen Fallen kann die Brcile dcr warniebeslandigen Klebelage 
20 verglichen mil dcr des Tlalbleilerwafers 10 vcrschmalen 
werden, so daB cin RciGmustcr und dcrgleichcn freigelegi 
werden. DemgemaB wird cinlach nach einetn Vcrbinden ge- 
pruft. oh <lic warmebestandige Klebelage 20 und dcr TTalb- 50 
Icilerwalcr 10 an beslimmlcn Posilioncn sichcr milcinandcr 
verbunden sind. AuBcrdem konnen nachfolgendc Schritlc 
gleichmaGig ausgefuhrt werden. 

lis folgi cine Bcsehreibung cines in Fig. 2E gczcigtcn 
Schrius. 55 

Dcr TTalbleilerwafcr 10 wird durch Zerteilen cniiang des 
RciBmustcrs mil den AnschluBflachcn lb, die aus den Kon- 
takl 16c hern 20b frei liege n und als cine Refcrcnz diencn, in 
die Scnsorchips 1 gclcih. Fig. 5 zcigt cincn Zustand. in dem 
dcr TTalbleilerwafcr 10 durch einc Zencilklinge 8 zcrteih 60 
wird. In Fig. 2H bczeichnet das Bczugszcichcn 9 Schncide- 
abschnille, die von dcr Zencilklinge 8 gcschnillcn werden. 

Danach wird, wic cs Fig. 1 gczeigt isl. eincr dcr Scnsor- 
chips 1, dcr durch Zcncilcn gcschnillcn isl, durch cine Sil- 
berpasie 6 an dem Txilcrrahmcn 5 bcfesiigl. Die AnschluB- 65 
flachen lb werden durch Drahtkoniaklicren durch die 
Driihic 4 cleklrisch mil dem Lcilerrahmen verbunden und 
dann wird dcr TTalblciterbeschlcunigungssensor mil TTarz 7 
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vcrgosscn. 

Bei dem zuvor bcschricbencn TTcrstclIungsverfahren 
wird, wenn der Sensorchip 1 durch die Silherpasic 6 an dem 
Txmerrahmcn 5 bcfesiigl. wird, cine Warmehehandiung bei 
ungefahr 150°C durchgefuhrt. Wenn das Drahtkoniaklicren 
unlcr Vcrwendung dcr Drain e 4 durchgefuhrt wird. wird 
einc wcilere Warmehehandiung bei ungefahr 150°C durch- 
gefuhrt. Wciicrhin wird, wenn das VergieBen unlcr Vcrwen- 
dung des TTarzcs 7 durchgefuhrt wird, cine Warmehehand- 
iung bei ungefahr 180°C durchgefuhn. Tm Gegcnsalz dazu 
betragl, wic cs zuvor beschrieben worden ist, die warmebe- 
standige Temperatur des Tcils 2 auf Polyimidbasis ungefahr 
400°C und betragl die warmebestandige Tempcralur des Si- 
likonklebsiolTs 3 ungefahr 230°C. Deshalb kann der TTalb- 
leiterbeschlcunigungssensor hcrgcstcllt werden, wahrend 
die Form der warniebeslandigen Klebelage 20 crhalten 
bleibi. Im iibrigen wird der TTalbleilerwafcr 10 bei dem Zcr- 
tcilschriil an dcr Klebelage angebrachi; jedoch isl cine Hr- 
kliirung, die die Klebelage bctriffi, in dem zuvor beschricbe- 
nen TTcrstclIungsverfahren wcggelasscn. 

Nachstchcnd crfolgl die Bcsehreibung cines zweilcn Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorlicgendcn lirlindung. 

In dem crsicn Ausfuhrungsbeispicl wird, nach dem die 
Konlakllochcr 20b in der warmebeslandigen Klebelage 20 
ausgebildci worden sind, die warmebestandige Klebelage 
20 mil dem TTalb Icilerwalcr 10 verbunden; jedoch konnen 
die Konlakllochcr 20b wic folgi ausgebildci werden, nach- 
dem die waniicbestandige Klebelage 20 mil dem Halblcilcr- 
wafer 10 verbunden worden ist. 

Das Verfahren zum TTcrstellen des Tlalblcilcrbeschleuni- 
gungssensors auf dicsc Wcise wird unlcr Bczugnahme auf 
die Fig. 6A bis 6D erklart. Zuerst wird wic in dem crsicn 
Ausfiihrungsbcispicl die warmebestandige Klebelage 20, 
die aus dem Teil 2 auf Polyimidbasis besteht, auf welches 
dcr Silikonklebsioff 3 aufgetragen isl, vorbcreiicl, wic es in 
Fig. 6 A gczeigt ist. Dann werden, wic cs in Fig. 6B gczeigt 
isl, die Vcrlicfungcn 20A aufder warmebeslandigen Klebe- 
lage 20 ausgebildci. Danach wird, wic es Fig. 6C gczeigt. isl, 
die warmebestandige Klebelage 20 aufder Oberllachc des 
TTalblcilcrwafers 10 angebrachi, nachdem ein Ausrichlcn 
dc rarl ausgefuhrt worden ist, da!3 die Tragersuukturcn la in 
den Vcrtiefungcn 20a dcr wannebeslandi gen Klebelage 20 
unlergebraeht sind. 

Als nachstes werden die Konlakllochcr 20b durch einen 
Excimerlaser in dcr warmebeslandigen Klebelage 20 geoff- 
nct. um zum Drahtkoniaklicren die AnschluBflachcn lb von 
dicscr frcizulcgen. 

Wenn die AnschluBflachcn lb aus Aluminium bzw. Al 
bestehen, sind Verarbeitungsschwellwertc der wannebe- 
standigen Klebelage 20 und von A I zueinandcr unicrschicd- 
lich, wodurch cine hohe Sclckli vital vorgeschen wird. Des- 
halb wird, sobalddie AnschluBflachcn lb freigelcgt werden. 
cine At/.gcschwindigkcil durch einen Hxcimerlascr plotzlieh 
verringen oder wird null. Danach wird wic in dem crsicn 
Ausfuhrungsbeispicl ein Zerteilen ausgefuhrt. um einzclne 
Scnsorchips 1 auszubildcn, und schlicBlich wird dcr Halb- 
leitcrbeschleunigungssensor. dcr in Fig. 1 gczeigt ist, vcr- 
vollslandigt. 

Nachslchcnd crfolgt die Bcsehreibung eincs dritlcn Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorlicgendcn Erfindung. 

In den crsicn und zweilcn Ausfuhrungsbeispiclcn werden 
die Veriiefungcn 20a auf dcr wannebeslandi gen Klebelage 
20 ausgebildci, um die Tragcrslrukiurcn darin unierzubrin- 
gen; jedoch konnen Durchgangslocher in dcr warmebeslan- 
digen Klebelage 20 ausgebildci werden, um die Vcrtiefun- 
gcn mil ciner andcren warmebeslandigen Klebelage auszu- 
bildcn. 

Das ITerslcllungsvcrfahrcn in diescm Fall wird insbeson- 
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derc unler Bczugnahmc auf die Fig. 7A bis 71) erklart. Zu- 
ersi wird cine crstc wannebcslandige Klcbclagc 20, die das 
Teil 2 auf Polyimidbasis und den Silikonklebstoff 3 beinhal- 
ici. der auf das Teil 2 auf Polyimidbasis aufgetragen isl, vor- 
bcreiiet, wic es in Fig. 7 A gczeigl isl. Die Dickc des Toils 2 5 
auf Polyimidbasis befindct sich vorzugsweise in cincm Bc- 
reich von 50 um bis 150 urn unci die Dickc des Silikonkleb- 
stoil's 3 belindet sich vorzugsweise in cincm Bcreich von 

10 um bis 20 um. Dann wcrden. wic es in Fig. 7B gczeigl 
isl, durch einen Itxcimcr laser. Stanzen odcr dcrgleichcn io 
Durchgangslochabschniilc 20c und Kontaklloeher 20d fur 
die AnschluBflachen lb in der wannebcslandigen Klcbclagc 

20 uusgchildci. 

Dunaeh wird cine /.wcile warmcbestandige Klcbclagc 21, 
die im wescnl lichen den gleichen Aufbau wic die aufwcisl, 15 
die in Fig. 7A gezeigi isl, vorbercilet und. wic es in Fig. 7C 
gczeigl isl, wird sic mil der erslcn warmcbeslandigen Klcbc- 
lagc 20 durch Verklcbcn vcrcinigt, um dadurch cine warme- 
bcslandigc Klcbclagc 22 aus/.ubildcn. DcmgcmaB werden 
die Durchgangslochabschniilc 20c sichtbarc Veniefungcn. 20 
In der wannebcslandigen Klcbclagc 22 dicnen das Tcil 2 auf 
Polyimidbasis der erslcn wannbeslandigen Klcbclagc 20 
und die /.wcile warmebcslandigc Klcbclagc 21 zusammen- 
wirkend als cine warmebcslandigc Ilar/.lage 2a. 

Danuch wird die warmebcslandigc Klcbclagc 22 dcrari 25 
auf der Oherflache des TIalblcilerwafers 10 angcbrachl, daB 
die Tragcrsirukturcn jewcils in den sic hi bare n Veniefungcn 
uniergebrachl wcrden. Dann wcrden. wic es in Fig. 7D ge- 
zeigi isl, durch einen Hxcimcr laser Ix5cher in der zweilen 
wannebcslandigen Klcbclagc 21 derart ausgcbildct, daB sic 30 
mil den jcwciligen Kontaktldchern 20b in der crsicn wanne- 
bcslandigen Klcbclagc 20 verbunden sind, wodurch Kon- 
taklloeher 20e ausgcbildct wcrden, die die AnscliluBllachcn 
aus diescn freilcgcn. Die Konlakilocher 20e konncn durch 
Schneiden der crsicn wannebcslandigen Klcbclagc 21 unler :« 
Vcrwcndung cincr Zerleilkiingc mil cincr Schnillbrcile aus- 
gcbildel wcrden, welchc das Drahtkontaktiercn nichl nach- 
leilig beeintrachtigl. Danach wird wic in dem crsicn Ausfuh- 
rungsbci spiel der TTalblciicr wafer durch Zcrteilcn in ein- 
zelne Scnsorchips gclcili und wird der in Fig. 1 gczeigtc 40 

1 1 a 1 b 1 c i 1 erbe seh leu n i gu ngsse n sor vcrvo 1 1 si and i gi . D ahc r 
konncn in dem drillen Ausfuhrungsbcispicl die Veniefungcn 
/inn Unicrhringen der Tragersimkiuren in ihncn unler Vcr- 
wcndung der Durchgangslochcr, die in der warmcbeslandi- 
gen Klcbclagc ausgcbildct sind, einfach ausgcbildcl wcrden. 45 

In den zuvor beschricbenen erslcn bis dritten Ausfuh- 
rungsbcispiclcn wird die warmebcslandigc Klcbclagc, die 
das warmebcslandigc TTarzieil beinhalici, das mil dem war- 
mcbeslandigen Klebstoff bcdcckl isl, mil dem ITalbleilcrwa- 
fer verbunden. Allernaliv konncn, nachdem der wannebe- 50 
stiindige KIcbslolT durch Siebdruck odcr dcrgleichcn auf 
cntweder die warmcbestandige TTarzschicht odcr den TTalb- 
Icitcrwaicr gcdruckt worden isl, die zwei Tcilc mitcinander 
verbunden werden. 

Nachslehcnd crfolgt die Beschrcibung eincs viertcn Aus- 55 
fuhrungsbcispicls der vorlicgendcn Erfindung. 

Der in Fig. 1 gczeigtc llalblcitcrbcschlcunigungsscnsor 
wird durch VcrgieBen mil TTarz vcrkapscli; jedoch kann der 
Scnsorchip 1 in cincm Keraniikgchause uniergebrachl wcr- 
den, wie es in Fig. 8 gezeigt ist. In Fig. 8 ist der Aufbau des 60 
Scnsorchip 1. der die Tragerstruktur la beinhalici, die von 
der warmcbeslandigen Klcbelage 2 gcschut/.i wird, im we- 
scnl lichen der gleiche wie der, der in Fig. 1 gezeigt isl. Der 
Scnsorchip 1 isl in cincm Vcriiefungsabschniu cincs Kcra- 
mikgehausckorpers 30 untcrgebracht. Der Gchausckorpcr 65 
30 hall mclallische Drahle 31, die durch den Gchausckorpcr 
30 gehen und die AnschluBflachen lb des Scnsorchips 1 und 
cine auBcrc Schallung clcklrisch verbinden. Liin kcrami- 
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schcr Deckclabschnill 32 isl durch einen KIcbslolT 33 an 
dem Gchausckorpcr 30 angcbrachl. um dadurch hemictisch 
das Innerc des Gchauscs abzudichlCii. Tin ubrigen ist der 
Scnsorchip 1 durch cine Silberpaste 34 an dem Gchausckor- 
pcr 30 hefcsligt . j 

Bci dem Hcrsicllungsvcrfahrcn des ITalblciterbeschleuni- 
gungssensors, der den zuvor beschricbenen Aufbau auf- 
wcisl, wird, wenn der Scnsorchip 1 durch die Silberpasle 34 
an dem Gchausckorpcr 30 befestigi wird, cine Warincbe- 
handlung bci ungefahr 150°C durchgefuhn. Bei dem Kon- 
laklicrungsschrill der Drahle 4 wird auf cine ahnlichc Weisc 
cine Wannebchandlung bci ungefahr 150°C durchgcluhrl. 
Wcitcrhin wird, wenn der Deckclabschnill 32 an dem Gc- 
hausckorpcr 30 angcbrachl wird, cine Wannebchandlung 
bci ungefahr 180°C durchgefuhn, Bei diescn Warmcbe- 
handlungcn kann die Form des Teils 2 auf Polyimidbasis 
ahnlich /.u dem crsicn Ausfuhrungsbcispicl erhaltcn b lei ben, 
da die wannebcslandigen Tcinpcraturcn des Teils 2 auf Po- 
lyimidbasis und des Si likon klebstoff s 3 hoher als die zuvor 
beschricbenen Warrnchchandlungslempcraluren sind. 

Das Tlcrslcllungsvcrfahrcn und der Aufbau der wannebc- 
slandigen Klcbclagc in dem zweiten odcr drillen Ausfuh- 
rungsbcispicl kann cbenso an dicjenigen in diescm Ausfuh- 
rungsbcispicl angewendcl werden. Wenn der Si likon kleb- 
stoff Silanolradikale (Si -OH) beinhalici, kann die Wiinne- 
bcstandigkcil weiter verbessert werden. liin Polyimidklcb- 
stoff kann anslelle des SilikonklebstofTs verwendet werden. 

Nachslehcnd crfolgt. die Beschrcibung eincs fiinfien Aus- 
fuhrungsbeispicls der vorlicgendcn Erfindung. 

In den nachslehcnd beschricbenen fun Hen bis achlen 
Ausfuhrungsbcispiclcn wird die vorliegendc Krfindung an 
cincr ITalblcilcrvorrichlung angewendcl, die einen Ilalblci- 
terchip eincs Typs mil beidscilig freiliegcndcn Oberflachcn 
mil cincr Slruklur beinhalici, bei welcher beide Oberflachcn 
frcigclegt sind. 

Fig. 9 zcigl einen Haibleiterbcschlcunigungsscnsor ge- 
inaB dem fun lien Ausfuhrungsbcispicl, bci welchem ein 
Scnsorchip 100 mil TTar/ 7 vcrgossen isl. Im weiieren Vcr- 
lauf werden gleiche Tcilc und Komponcnlcn wie in den cr- 
sicn bis viertcn Ausfuhrungsbcispiclcn mil den gleichen Be- 
zugszcichen bczcichncl. Bs wird auf Fig. 9 vcrwiescn. Der 
Scnsorchip 100 beinhalici ein SOT-Substrai und dcrgleichcn 
und cine Triigcrslmkiur 100a, die einen Aulbau aufwcisl, 
der im wesent lichen der gleiche wie der der Tragerslruklur 
la isl, die in Fig. 1 gezeigt ist, ist unler Vcrwcndung von Mi- 
krovcrarbeilungsvcrfahrcn. Photolithographic verfahrcn und 
dcrgleichcn auf dem Subslrai ausgcbildct. Die Tragcrstruk- 
tur 100a ist auf beiden Scitcn cincr HaupLoberflJichc (cincr 
obcrcn Flachc in Fig. 9) und cincr ruckseitigen Obcdlachc 
(cincr unlercn P'lachc in Fig. 9) des Scnsorchip 100 freige- 
legl. 

Hinc warmcbestandige ITar/lagc 2, die in Fig. 1 gezeigt 
isl. isl als cine Abdeckung /.um Schutzcn der ITauploberna- 
chc zum Schutzen der Tragcrsiruktur 100a durch einen war- 
mcbestandigen Klebstoll 3, der in Fig. 1 gezeigt ist, an die 
Hauptoberflache des Scnsorchip 100 gcklcbt. Im weitcrcn 
Verlauf wird die warmcbestandige ITarzlagc 2 als cine crstc 
warmcbestandige llarzlagc 2 bczcichncl, um sic von einer 
zwciicn wanncbestandigen Harzlagc 102. die nachslehcnd 
beschrieben wird, zu un terse he iden. Die erste wannebeslan- 
dige Harzlage 2 wcist Kontaklloeher 20a zum Freilcgcn von 
AnschluBflachen 100a aus ihnen auf, die auf der Oberfl ache 
des Scnsorchip 100 ausgcbildcl sind. Die AnschluBflachen 
100b sind durch Kontakiicrcn durch Drahle 4 mil cincm Lci- 
tcrrahmcn 5 verbunden. Die AnschluBflachen 100b sind im 
wescnl lichen zu den in Fig. 1 gc/cigtcn AnschluBflachen lb 
ahnlich. 

Die zweitc warmcbestandige Harzlagc 102 ist als cine 
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Abdcckung zurn Schutzcn dcr riickscitigcn Obcrflachc zuni 
Schutzcn dcr Tragcrstruktur 100a an dcr ruckscitigen Obcr- 
flachc dcs Scnsorchip 100 angcordnct. Die zweite warmcbe- 
standige ITar/iage 102 kann durch Frwarmen wcich ge- 
machl werden, urn cine Hallkraft hervorzubringen, wodurch 5 
sic an dcr riickscitigcn Obcrflachc des Scnsorchip 100 ange- 
brachl wird. Die zweile warmcbestandige Harzlagc 102 be- 
deckt den int allgemeincn gesarnlcn Bcrcich dcr rucksciti- 
gen Obcrflachc des Scnsorchip 100, uni die Tragcrsiruklur 
1 00a y.u sc hut/.cn. 10 

Die crslcn und /.weilcn wiimiebcstandigcn Har/lagcn 2, 
102 und dcr wannebcslandigc KIcbsLotV 3 weiscn Wanne- 
bestandigkeitscharakteristiken auf, die im wcscnllichen die 
gleiehen wic diejenigen dcr wanncbestandigen Harzlagc 
und des wanncbestandigen KlebslofTs sind, die in dem cr- 15 
st.cn Ausfuhrungsbeispicl beschrieben worden sind. Ge- 
naucr gesagl beinhallcn die erst en und zweuen wanncbe- 
standigen ITar/iagen 2, 102 jewciis Tcilc aufPolyimidbasis 
und bestcht dcr wannebcslandigc KlcbstofVaus Silikonklcb- 
sloffoder PolyimidklebslolT. 20 

Dcr Scnsorchip 100 isl durch die zweite wannebcslandigc 
Ilar/lagc 102 an deni Leilerrahmen 5 befcsligt und isl voll- 
standig mil dem Mar/ 7 vcrgosscn. Die zweile wannebcslan- 
digc Ilar/.lagc 102 kann auscincm Polyimidklehstoffilm be- 
siehen, wcleher durch lirwannen wcich gemachl wird. 25 

A Is nachstes wird cin TTcrstellungsvcrfahrcn des in Fig. 9 
ge/.ciglen Beschlcunigungssensors unlcr Be/ugnahmc auf 
die Fig. 1()A bis 10D crklart. Punklc dieses Hcrslcllungsvcr- 
fahrens, die zu denjenigen in den Fig. 2A bis 2\i in dem cr- 
sten Ausfuhrungsbeispicl unlcrschicdlich sind, sind, daB das 30 
Vcrfahrcn an dern Halbleiicrchip dcs 'Fyps mil beidseitig 
frciliegendcn Oberflachcn angcwendct wird und daB die 
/.wcitc warniebestandigc TIar/.lage 102 auf dcr ruekseiligen 
Obcrflachc des Chip vorgesehen wird. 

Zuerst wird in eincni Schrilt, dcr in Fig. 10A gczcigt isl. 35 
cin Halblcitcrwafcr 110, auf wclchern Tragcrstrukturcn 
100a. die an cincr Hau pi obcrflachc und cincr ruekseiligen 
Obcrflachc dcs Wafers 110 frcilicgen, und die Aluminium- 
anschluBflachcn 100b ausgcbildei sind, vorhcrcitct. Fig. 11 
zcigt cine GrundriBgcstaltung dcs Hal b lei tcrwafcrs 110. ob- 40 
gleich sic die AnschluGflachcn 100b von diescrn wcglaGt. 
Wic cs in diescr Figur gezeigl isl, werden die Tragerstruktu- 
ren 100a an Positioned ausgcbildct, die Chips entsprcchen, 
und werden Ausrichtungsniarkicrungen 100 /.urn Ausrich- 
tcn bezuglich cincr wanncbestandigen Klebclage 20 ausge- 45 
bildct. 

In eincni in Fig. 1()B gczeigten Schritl wird die warmebc- 
standige Klebclage 20 auf die Wcisc, die irn wcscnllichen 
die gleichc, wic die dcs in Fig.2C gczeigten Schrills isl, mit 
dcr Ilauptoberflachc dcs Halblcitcrwafcrs 110 verbunden. 54) 
Tm iibrigen bcstchl die wiinnchestandige Klebclage 20 aus 
dcr crsten wanncbestandigen Ilar/.lagc 2. die aus dern Tcil 
auf Polyimidbasis bestcht, das mil dern warrnebestandigen 
KlcbstotT 3 bedeck! ist, dcr aus SilikonklcbstolT bestcht, und 
weisl die Verticfungen 20a, die Kontakilochcr 20b und die 55 
Ausrichtungsniarkicrungen 20c auf sich auf, die in den in 
den Fig. 2 A und 2B gczeigten Schritl en ausgcbildct werden. 
DemgemaB ist die erste warmcbestandige Ilarzlagc 2 mit 
dern sich dazwischen befindenden warrnebestandigen Klcb- 
stotT 3 mil dem Halbleiterwafer 110 verbunden. 60 

Als nachstes wird in einem in Fig. 10C gczeigten Schrilt 
die zweite wanncbestandige Harzlagc 102. wclchc aus ei- 
nem Tcil auf Polyimidbasis bestcht, das cine Flachc auf- 
weisi. die zum Bedccken dcr gesamten ruekseiligen Obcrfla- 
chc dcs fTaJblcilcrwafcrs 110 ausreichend isl, durch Frwiir- 65 
men wcich gemacht und mil dcr hi mere n Obcrflachc des 
Halblciterwafers 110 verbunden. Zu diescrn Zeitpunki kann, 
da die Tragcrstruktur (das Frfassungsleil) 100a von dcr war- 
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incbcstandigcn Klebclage 20 auf dcr Haupioberflachc dcs 
Wafers 110 gcschulzt wird, die zweile warmcbestandige 
Harzlage 102cinfach an dem Wafer 110 angebracht werden, 
wcleher umgcdrchl h/.w. auf den Kopf gesielll wird. 

Dann wird in cinern in Fig. 10D gczeigten Schritl, dcr 
TIalblcilcrwafcr 110, mil wclchern die crslcn und zweiten 
warrnebestandigen ITar/.lagen 2 ? 102 verbunden sind, durch 
Zertcilcn in Chips gcieill. Dieses Zertcilcn wird im wcscnl- 
lichen auf die gleichc Wcisc wic die in Fig. 2 gczcigte aus- 
gefuhrt. Fig. 12 zcigt cinen Zustand, in dem dcr Wafer 110 
durch cine Zcrtcilklinge 8 geschnitlcn wird. Danach wird ci- 
ncr dcr ('hips 100. dcr durch Zertcilcn gelcilt isl, wic cs in 
Fig. 9 gczcigt ist. durch Wcichmachen dcr zweiten warme- 
bestandigen Harzlagc 102, die an den Lciterrahmcn zu kle- 
ben isl, an dem Ixitcrrahmcn 5 befcsligt. Weiterhin wird, 
nachdem die AnschluBflachcn 100b durch Kontakticren 
iibcr die Drahte 4 mil dem Lciterrahmcn 5 verbunden wor- 
den sind, dcr Scnsorchip 100 mit dem Ilarz7 vcrgosscn, wo- 
durch dcr Halbleitcrbcschlcunigungssensor vervollstandigt 
ist. 

Bci dem zuvor beschricbenen ITcrstcllungsverfahren 
wird, wenn dcr Scnsorchip 100 an dern Ixilerrahmcn 5 be- 
festigi wird, cine Wanncbchandlung bci ungefahr 18()°C 
durchgefuhrt. Bci dem Kontaktierungsschritl dcr Drahte 4 
wird cine weilerc Waniicbchandlung bci ungefahr 150°C 
durchgefuhrt. Weiterhin wird bci dem HarzverguBschritt 
cine Wanncbchandlung bci ungefahr 180°C durchgefuhrt. 
Jedoch bleibcn wic in dem ersten Ausfuhrungsbeispicl die 
Fornicn dcr crsten und zweilcn warrnebestandigen Tlarzla- 
gen 2, 102 wahrend diescr Warmebchandlungen crhallcn, da 
die Tcilc aufPolyimidbasis, die die crsten und zweiten war- 
rnebestandigen TTar/lagen 2, 102 bilden, cine wannebcslan- 
digc Tcniperatur von ungefahr 400°C aufweisen. 

AuBcrdcm kann in diescrn Ausfuhrungsbeispicl, da die 
Seite dcr ruekseiligen Oberflache dcs Scnsorchip 100, auf 
wcleher die Tragcrstruktur 100a freigelcgt isl, durch die 
zweite wannebcslandigc Har/.lagc 102 mil dern Ixitcnah- 
rncn verbunden ist, cin Anbringcn dcs Scnsorchip 100 an 
dem Lciterrahmcn mit irgendeincm Klcbsloil wcggclassen 
werden, wodurch cin derartiges Problem verhindert wird, 
da!3 KlcbstotT an dcr Tragcrstruktur 100a klcbt. Weiterhin 
klcbL, wenn der Chip 100 mit Tlarz vcrgosscn wird, aufgrund 
des Vorhandenscins der zweiten wanncbestandigen Harz- 
lage 102 das Harz nicht an der Tragcrstruktur 100a durch 
Eindringen von der riickseitigen Obcrflachc 100. In diescrn 
Ausfuhrungsbeispicl bestehen die ersten und zweiten war- 
rnebestandigen Ilarzlagen 2, 102 aus Iran spare men Tcil en 
auf Polyimidbasis. Dcshalb konncn cine bcwcglichc FJck- 
irodc dcr Tragcrsiruklur 100a und cine feste Hie kl rode durch 
die Lagcn 2, 102 bcobachtet werden. Dies laBt cine visuellc 
Untersuchung in cinern Zustand zu, in dem die Fagcn, das 
hciBt, die Schutzabdeekungen, an dem Scnsorchip 100 an- 
gebrachl werden. 

Nachstchend crfolgl die Beschrcibung eincs sechstcn 
Aus fuhrungsbei spiels dcr vorliegenden lirlindung. 

Ein weiteres Hcrstel lungs vcrfahrcn dcs in Fig. 9 gczeig- 
ten ITaJblcilerbeschlcunigungsscnsors wird unlcr Bczug- 
nahme auf die Fig. 13A bis 13C erklart. Das ITcrstcllungs- 
verfahren in dem scchsten Ausfuhrungsbeispicl isl gegen- 
ubcr dem in den Fig. 6A bis 6D in dem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispicl gczeigten Verfahren abgeandert. 

Zucrst wird in cinern Schrilt, dcr in Fig. 13A gczcigt ist. 
die warmcbestandige Klebclage 20, wclchc durch die in den 
Fig. 6A und 6B ge/eigicn Schriticn dcrart ausgcbildct wird, 
daB sic die Verticfungen 20a aufweist. mit der Ilauptobcrfla- 
che dcs TTalb lei tcrwafcrs 110 verbunden. Das Vcrfahrcn ist 
im wcscnllichen das gleichc wic das des in Fig. 6C gczcig- 
len Schrills. Als nachstes werden in eincni in Fig. 13B gc- 
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zcigten Schrill die Koniaktlochcr 20b /.urn Drahikoniaktie- 
rcn an Posilioncn, die den AnschluBflachcn 100b entsprc- 
chen, im wcscnl lichen auf die gleiche Weise wic die, die in 
Fig. 6D gcxcigi isl, ausgehildcL. Dann wird in einem in Fig. 
13C gezeigien Schrill, die zweite warrnebesiandigc Harz- 
lage 102 im wescntlichen auf die gleiche Weise, wie sie un- 
ler Bczugnahme auf Fig. IOC' in dem funflcn Ausfuhrungs- 
bei spiel beschrieben worden isi, mil dcr ruckseitigen Ober- 
flache des HaJbleucrwafers 110 vcrbunden. Danach wird 
wie in dem funflcn Ausfuhrungsbeispiel dcr Wafer 110 
dureh Zcrteilen in ('hips geleill und schlicBlich wird dcr 
Ilalblcilerbcschleunigungsscnsor. dcr in Fig. 9 gczcigl isl, 
vervollslandigl. DcmgcmaB konnen die gleichen liflekte 
wic dicjenigen in dern funflcn Ausfuhrungsbeispiel cr/iell 
werden. 

Nachsiehcnd erfolgt die Bcschrcibung cincs sicblcn Aus- 
fuhrungsbei spiels dcr vorlicgcndcn lirfindung. 

Iiin wei teres TTcrslcllungsvcrfahren des in Fig. 9 gezeig- 
ien Ilalbleitcrbeschlcunigungsscnsors, das zu denjenigen in 
deni funn.cn und scchstcn Ausfuhrungsbeispiel untcrschicd- 
lich isl, wird unler Bczugnahme auf die Fig. 14A bis 14C cr- 
klarl. Das TTcrslcllungsvcrfahren in dern sicblcn Ausfuh- 
rungsbeispiel isl von dem in dem unler Bczugnahme auf die 
Fig. 7A bis 7D in dem drilten Ausfuhrungsbeispiel erklartcn 
abgeanderi. 

Zucrst wird in einem in Fig. 14A gezeigien Schrill die 
warmebestandige Klcbclagc 22, wclche durch die in den 
Fig. 7A. 7B und 7C gezeigien Schriltc ausgcbildci. worden 
isl, mil dcr Hauptoberflache des TIaJbleitcrwafers 110 vcr- 
bunden. Das Vcrfahrcn ist im wescntlichen das gleiche wie 
das des in Fig. 7D gezeigien SchritLs. in diescm Ausfuh- 
rungsbeispiel cntsprichl die warmebestandige Harzlage 2a 
der warmebestandigen Klcbclagc 22 tier ersten warmebe- 
slandigen Harzlage 2a. 

A Is nachstes wird in einem in Fig, 14B gezeigien Schrill 
die zweile warrnebesiandigc TIarzlagc 102 im wesenllichen 
auf die gleiche Weise wic der unler Bczugnahme auf Fig. 
10C in dem funflcn Ausfuhrungsbeispiel erklarte Schrill mil 
der rucksciiigcn Obcrflachc des Halbleitcrwafers 110 vcr- 
bunden. Danach wird ahnlich zu dem funflcn Ausfuhrungs- 
beispiel ein Zcrteilen dcrarl ausgefuhrl, daB der Wafer llOin 
einzclnc ('hips geleill wird, wie es in Fig. 14C gczcigl isl, 
und schlicBlich wird der Tlalhlciicrbeschlcunigungsscnsor, 
dcr in Fig. 9 gczcigl ist, vervollslandigl. DcmgcmaB konnen 
die gleichen Effcklc wic dicjenigen in dem funflcn Ausfuh- 
rungsbeispiel erziell werden. 

Nachsiehcnd erfolgi die Bcschrcibung cincs achlen Aus- 
fuh rungs bei spiels dcr vorlicgcndcn lirfindung. 

Tn dem achlen Ausfuhrungsbeispiel wird der in Fig. 9 gc- 
zeigte Sensorchip 100 nichl mil liar/ vcrgossen, sondem in 
einem Keramikgchause untcrgebracht. Das heifil, in dem 
achlen Ausfuhrungsbeispiel wird der Sensorchip 100 cincs 
Typs mil bcidscilig frcilicgenden Oberflachen an der Slruk- 
tur in dem vicrten Ausfuhrungsbeispiel angewendct. Fig. 15 
zcigt den Halblciterbcschlcunigungssensor in diescm Aus- 
fuhrungsbeispiel. 

Dcr Aufbau des Sensorchip 100, dcr mil den ersten und 
zweitcn warmebestandigen Harzlagen 2, 102 bedeckl ist. isl 
im wescntlichen dcr gleiche wie der in Fig. 9 gezcigtc. Der 
Sensorchip 100 ist mit der zweitcn warmebestandigen Harz- 
lage 102, die an die innere Wand des Vertiefungsabschnitls 
gcklebt isl, fest in einem Vertiefungsabschnilt cincs Kcra- 
mikgehausckorpers 30 untcrgebracht. 

Die ersten und zweitcn wannebestandigen Harzlagen 2, 
102 wciscn W'armcbcslandigkcilscharaklcris liken auf, die 
gegeniiber einer Warmebchandlungstemperatur zum Befe- 
stigen des Sensorchip 100 an dem Cjehausc bestandig sind. 
Das hciBl, bei dern Herstcllungsvcrfahren des TTaibleitcrbc- 



schleunigungssensors, dcr einen zuvor beschriebenen Auf- 
bau aufweist, wird cine Warmebehandlung bei ungefahr 
18()°C durchgcfuhrl. wenn der Sensorchip 100 an dem Ge- 
hiiusckorper 30 angcbrachl wird. Bei deni Konlaktiertings- 
5 schrill fur die Drlihle 4 wird cine Warmebehandlung bei un- 
gefahr 150°C durchgcfuhrl. Weiterhin wird, wenn ein kcra- 
mischcr Dcckclabschnill 32 durch einen Klebstolf 33 an 
dem Gchausckdrpcr befcsiigi wird, cine Warmebehandlung 
bei ungefahr 180°C durchgefiihri. 
to Ungeachtel dicser Warmebehandlungen kann auf ahnli- 
che Weise. da die warmebestandigen Tcmpcrat urcn dcrTcilc 
auf Polyimidbasis. die die ersten und zweitcn warmebcslan- 
digen Harzlagen 2, 102 bilden und des Silikonklebstoffs, der 
den warmebeslandigen Klcbstoff 3 bildel, hohcr als die zu- 
15 vor beschriebenen Warmebehandlungstcmperaluren sind, 
dcr Halblcilcrbcschlcunigungsscnsor hcrgesiclll werden, 
wahrend die Fonucn dcr warmebestandigen Harzlagen 2, 
102erhallcn bleiben. Weiterhin trill in diescm Ausfuhrungs- 
beispiel kein derartiges Problem auf, daB dcr KlebslolT an 
20 der Tragerslruklur 100a klcbu da die zweite warmebestan- 
dige Harzlage 102 vorhanden ist. Its isl crsichtlich, dafS die 
TTcrstellungsvcrfahren und Aulbaulcn in den scchstcn und 
sicblcn A usfuhrungsbeispiclcn an diescm Ausfuhrungsbei- 
spiel angcwendel werden konnen. 
25 Wenn der Silikonklebsloff Silanolradikalc (Si-OTT) bein- 
hallel, kann die Warmebestandigkcil weiler verbessert wer- 
den. Polyimidklebstoffe konnen anstelle des Silikonkleb- 
stoffs verwendet werden. Die zweite wannebestandige 
TIarzlagc 102 kann durch einen wannebestandigen Kleb- 
30 stoff, der ahnlich zu dem warmebestandigen KlebslolT 3 ist, 
mil dem TTalblciterwafcr 110 vcrbunden werden. Weiterhin 
kann die zweite warmebestandige Harzlage 102 durch den 
warmebeslandigen Klcbstoff entweder mil dem IxMicrrah- 
mcn 5 oder dem Vertiefungsabschnilt des Gchausekorpcrs 
*5 30 vcrbunden werden. In diescm Fall wird durch die sich da- 
zwischen hefindende zweite wannebestandige Harzlage 102 
vcrhinderl, daI3 der wannebcslandige KlebslolT an der Tra- 
gerslruklur 100a klebt. 

Die vorliegende lirfindung ist nicht auf das Scnsorcle- 
40 ment bcschriinkl, das ein bewcglichcs Teit, wic zum Beispiel 
einc Tragerslruklur, bcinhaltct unci kann an andcren Malblci- 
terclcmcnien, die zum Beispiel cine Luftbruckenverbin- 
dungsslruktur beinhallen, die cine klcinc mechanischc Fe- 
stigkeit aufweisl, angcwendel werden. 
45 Wahrend die vorliegende lirfindung unler Bezugnahme 
auf die vorhergehenden Ausfuhrungsbcispielc gczcigl und 
beschrieben worden ist, isl es fur Fachlcute crsichtlich, daB 
Andcrungen in Form und Detail an ihr durchgcfuhrl werden 
konnen, ohne den Umfang dcr lirfindung zu vcrlassen, wic 
50 cr in den beilicgcnden An sprue hen dehniert ist. 

GemaB dcr vorlicgcndcn lirfindung ist cine warmebestan- 
dige Harzlage als cine Schuizabdeckung zum Schutzen ei- 
ner Tragerslruklur, die auf einem Halbleilerchip vorgesehen 
ist, durch einen warmebestandigen KlebslolT mil dem Halb- 
55 leiterchip vcrbunden. Die wannebestandige Harzlage be- 
steht aus einem Tcil auf Polyimidbasis und dcr wannebe- 
standige Klcbstoff besteht aus einem Silikonklebsloff, Die 
warmebestandige Harzlage wird wahrend cincs Herstel- 
lungsverfahrens des Halbleilerchip nicht vcrforml. AuBer- 
60 dem dringl wahrend cincs Zertcilcns kein Schlcifwasscr in 
den Halbleilerchip ein. 

Pate man sprue he 



65 1. Halbleilcrvorrichlung, die aufweist: 

einen Halbleilerchip (1, 100), dcr cine ITalblciicrstruk- 
tur aufweist, die auf einer Ilauptobcrfiachc des Halblei- 
lerchip (I, 100) freigclegt ist; 
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cine AnschluBflachc (lb, 100b). die auf dem Halblci- 
lcrchip (1, 100) vorgesehen ist, fur cine clekirisehe Vcr- 
bindung; 

einen Drahl (4), dcr mil der AnschluRllachc (lb, 100b) 
verbunden ist; 5 
cine haupiscitige Schuizharzlagc (2, 2a), die auf der 
riauptoberllache des TTaJblcil ere hips (1, 100) angeord- 
nel ist, uin die I lal blciicrsi.ru klur zu bedecken, und cine 
Offnung (20b, 2(>e) aulweisi, aus welchcr die An- 
schluBflachc (lb, 1 00b) freiiicgt und der Drahl (4) her- 10 
vorslehl; und 

einen hauplseitigcn warmcbestandigen Klebsloff (3), 
der /.wise hen der Schuizharzlagc und dem Halbleiter- 
chip (1, 100) angeordnel isl, /.urn Bcfesligcn der haupi- 
seiiigen Schuizharzlagc (2, 2a) an dem Scnsorchip (1, 15 
100), wobei 

die haupiscitige Schutzharzlagc (2, 2a) und der haupt- 
seiiige wiirmcbeslandige KlcbslofT (3) erslc und zweile 
warmebestandige Tcmpcralurcn aufweisen. die hoher 
als cine crste Temperalur sind, bei welchcr dcr Drain 20 
(4) durch Kontaklicrcn an dcr AnschluBflachc (lb, 
100b) befesligt werden kann. 
.2. Halblcitervorrichiung naeh Anspruch 1, gekenn- 
zeichnei durch: 

einen Leilerrahmen (5), der den TTalbleilerehip (1, 100) 25 
fesi auf sich auf einer Seile halt, die dcr haupiseiiigen 
Schuizharzlagc (2, 2a) gcgenubcrliegt; und 
ein Harzteil, das den Ualblcilcrchip (1. 100) und den 
Leilerrahmen (5) in sich mil einer besiimmtcn Form 
verkapscll, wobei 30 
die crste n und zwciten warniebeslandigen Tcmpcralu- 
rcn hoher als zweile und dritte Tcmpcralurcn sind, wo- 
bei bei dcr zwciten Temperalur tier Halblcilcrchip (1, 
100) auf dem Lciterrahmen (5) befesligt werden kann 
und bei der dritten Temperalur das Harzteil (7) in die *5 
bcsliinmtc Lorm vcrgosscn werden kann. 

3. TTalblcitervorrichtung nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnei durch: 

einen Gchausekorpcr (30). dcr Test den Halblcilcrchip 
(1, 100) und die haupiscitige Schutzharzlagc (2. 2a) in 40 
sich unlcrbringl; und 

ein Deckel lei I (2), das an dem Gchausekorpcr befesiigi 
ist, zuni Bedecken des TTalbleilerehip (1, 100), wobei 
die erslen und zwciten warniebeslandigen Temperatu- 
res hoher als zweile und driiie Tcmpcralurcn sind, wo- 45 
bei bei der zwciten Temperalur der Halblcilcrchip (1, 
100) an dem Gchausekorpcr (30) befesligt werden 
kann und bei dcr dritlen Temperalur das Dcckcltcil (2) 
an dem Gchausekorpcr (30) bcfcstigl werden kann. 

4. TTalblcitervorrichtung naeh Anspruch 3, gckenn- 50 
zeichnct durch eine Verhindungscinriehtiing (31), die 
sich in den Gchausekorpcr (30) ausdehnl und die An- 
schluBflachc (lb, 100b) durch den Drahl (4) vcrbindcl, 
wobei die erslen und zwciten warmcheslandigcn Tem- 
pcraturcn hoher als eine Temperalur sind, bei welchcr 55 
die Vcrbindungscinrichiung (31) durch Koniakticrcn 
mil dem Drahl (4) verbunden werden kann. . 

5. TTalblcilcrvorrichlung naeh Anspruch 1, gekenn- 
zeichnei durch: 

eine ruckseitige Schutzharzlagc (102), die auf einer 60 
Seile, die der haupiseiiigen Schuizharzlagc (2, 2a) ge- 
genuberlicgt, mil dem TTalbleilerehip verbunden ist; 
und 

einen Leilerrahmen (5), der den TTalbleilerehip (1, 100) 
durch die ruckseitige Schuizharzlagc (102) fest auf sich 65 
halt, wobei 

die TTalbleilerslruktur auf dcr Hauptoberflachc und ei- 
ner ruckseiligcn Oberflache. die dcr Hauploherflache 



des TTalbleilerehip gegenuberlicgt, freigelegi isl und 
von den haupiseiiigen und riickseiligcn Schutzharzla- 
gen bedeck I wird, und 

die erslen und zwciten warmcbestandigen Tempcratu- 
rcn und cine dritte warmebestandige Temperalur der 
riickseiligcn Schuizharzlagc (102) hoher als die crste 
Temperalur und eine zweile Temperalur sind, bei wel- 
chcr dcr Halblcilcrchip (1, 100) an dem Leilerrahmen 
(5) befesiigi werden kann. 

6. TTalblcilcrvorrichlung, die aufweist: 
einen TTalbleilerehip (1, 100); 

cine haupiscitige Schuizharzlagc (2, 2a), die aus einem 
warmcbestandigen TTarz bcslehl und auf dem TTalblei- 
lerehip (1, 100) angeordnel ist; 

einen haupiseiiigen warmcbestandigen Klebsloff (3), 
dcr zwischen dcr haupiseiiigen Schutzharzlagc (2, 2a) 
und dem TTaupileilcrchip (1, 100) angeordnel ist, zum 
Iiclcsligen der haupiseiiigen Schuizharzlagc (2, 2a) an 
dem TTalbleilerehip (1, 100); und 

ein TIar/leil. das den TTalbleilerehip (1, 100) und die 
hauptseiiige Schuizharzlagc (2 ? 2a) in sich mil einer be- 
siimmtcn Lbrm vcrkapselt, wobei 
die haupiscitige Schutzharzlagc (2, 2a) und dcr haupi- 
scitige warmebestandige Klebstoll (3) crste und zweile 
wiirmcbeslandige Tcmpcralurcn aufweisen, die holier 
als cine erstc Temperalur sind, bei welchcr das TTarzlcil 
in die bestimmle Form vcrgosscn werden kann. 

7. TTalblcilcrvorrichlung nach Anspruch 6, gekenn- 
zeichnei durch cine ruckseitige Schutzharzlagc (102), 
die auf einer Seile, die der hauplseitigcn Schuizharz- 
lagc (2, 2a) gegenuberliegl, mil dem TTalbleilerehip 
verbunden isl, wobei die riickscilige Schutzharzlagc 
(102) cine dritte warmebestandige Temperalur auf- 
weist, die hoher als die crste Temperalur isl. 

8. TTalblcitervorrichtung, die aufweist: 
einen TTalbleilerehip; 

einen hauplseitigcn warmcbestandigen Klebsloff (3), 
der auf dem TTalbleilerehip angeordnel isl; 
eine hauptseiiige Schutzharzlagc (2, 2a), die aus einem 
warmcbcsiandigen TTarz bcslehl und mil dem sich da- 
zwischen befindendcn hauplseitigcn warmcbestandi- 
gen Klebsloff (3) an dem TTalbleilerehip befesiigi isl; 
und 

ein Gehausc, das den TTalbleilerehip und die haupisci- 
tige Schuizharzlagc (2, 2a) fest in sich unlcrbringl, wo- 
bei 

die hauptseiiige Schutzharzlagc (2, 2a) und dcr haupi- 
scitige warmebestandige Klebsloff (3) erstc und zweile 
warmebestandige Tcmpcralurcn aufweisen, die hoher 
als cine erslc Temperalur sind, bei welchcr der TTalblei- 
lerehip an dem Gehausc befesligt werden k;mn. 

9. TTalblcilcrvorrichlung nach Anspruch 8, gekenn- 
zcichnel durch cine ruckseitige Schuizharzlagc (102), 
die auf einer Seile, die der haupiseiiigen SchuLzharz- 
lage (2, 2a) gegenuberliegl, mil dem Halblcilcrchip 
verbunden ist. wobei der TTalbleilerehip durch die riick- 
scilige Schuizharzlagc (102) an dem Gehausc bcfcstigl 
ist und die ruekscilige Schutzharzlagc (102) eine dritte 
wiirmcbeslandige Temperalur aufweisl. die hoher als 
die erstc Temperalur isl. 

10. TTalblcilcrvorrichlung nach einem der Anspruche 
1, 6 und 8, dadurch gekennzeichnei, daG die hauptsei- 
iige Schutzharzlagc (2, 2a) aus Polyimid bcslehl. 

11. Halblcitervorrichiung nach einem dcr Anspruche 
1, 6 und 8, dadurch gekennzeichnei, daG dcr hauptsei- 
iige warmebestandige Klebstoll (3) einen Silikonkleb- 
stoff bcinhaltct. 

12. TTalblcilcrvorrichlung nach einem der Anspruche 
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.5, 7 und 9, dadurch gekennzcichncl, daB mindeslcns 
cnlwcdcr die hauptsciligc cxier ruckseitigc Schulzharz- 
lage transparent ist. 

1.1. Jhilbleilervorrichlung nach cinem dcr Anspruchc 
5. 7 und 9, dadurch gekennzcichncl, daB die haupl.scit.i- 5 
iien und rtiekseiligen Schulzharzlagcn aus Polyimid be- 
stehen. 

14. I lalblciiervorrichlung nach cinem 'dcr Anspruchc 
5, 7 und 9. dadurch gekenn/eiehnei, daB die ruckseitigc 
Sehiil/har/lage dureh cinen riickseiligen warmcbeslan- 10 
digen Klehsioff mil dem FTalblcilcrchip verbunden ist. 

15. Halhleilervorrichlung nach eincrn dcr Anspruchc 
7, 9 und 14, dadurch gekennzcichncl, daB die hauplsci- 
tigen und rtiekseiligen wannebestandigen Klcbstofle 
einen Silikonkicbsioff beinhallcn. 15 
lb. Verlahren /um Hcrslcllen cincr Tlalbleitcrvorrieh- 
tung, das die foigenden Schriue aufweist.: 

Vorbercitcn eincs 1 lalblcilcrwafcrs (10). dcr cine ITalb- 
leilersirukiur bcinhaliei und auf sich cine AnschluBfla- 
che (lb. 100b) liir cine elcklrische Verbindung halt; 20 
Verbinden cincr haupiseitigen warmebesiandigen 
Har/lage (2. 2u) dureh cinen haupiseiiigcn wanncbc- 
slandigcn KIchsiolT (3) mil deiu Halblcitcrwafer (10), 
uni die Ilalbleitcrsiruknir zu schulzcn; 
Ausbildcn cincr OlTnung (20b. 20c) in dcr wannebc- 25 
slandigen Mar/.Iage /um Freilcgen dcr AnschluBflache 
(lb, 100b) ausdicser; 

Verbinden eincs Drahls (4) mil dcr AnschluBflache (lb, 
100b) dureh Drahikoniaklieren in cinem Zustand, in 
dem die AnschluBllaehe (lb, 100b) aus dcr OlTnung 30 
(20b, 20c) dcr haupiseitigen wannebestandigen ITarz- 
lagc (2, 2a) Ireigelegl ist. 

17. Vcrfahrcn nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zcichncl. daB dcr Schrill eincs Ausbildens dcr OlTnung 
(20b, 20c) dem Schrill eincs Vcrbindens des hauptscili- V5 
gen warmebesiandigen Kiebsloifs (3) mil clem Tlaiblei- 
lerwa for ( 1 0) vorh e rgeh t . 

18. Verlahren nach Anspruch 16, gekennzcichncl 
dureh die foigenden Schritle: 

Verbinden cincr rtiekseiligen wannebestandigen TTarz- 40 
lagc (102) mil dem TIalbleilerwafcr (10) auf cincr 
Seite, die dcr haupiseiiigcn warmebesiandigen Harz- 
lagc gcgeniiberliegi. um die TTaib leilersirukiur auf dcr 
Seite /u schiilzcn, die dcr haupiseitigen wannebestan- 
digen liar/ lagc gcgeniiberliegi: 45 
Schneiden des Ilalbleiierwafcrs (10), mil welchcm die 
haupiseiiigcn und ruckseiligcn warmebesiandigen 
ITar/lagen verbunden sind, in cine Mchr/ahl von TTalb- 
leiierchips dureh Xcrteilcn; und 

Verbinden von cinem dcr Mchr/ahl von Halbleiler- 50 
chips mil cinem Leilerrahmen (5) dureh die riickscitigc 
warmebeslandige TIar/.lage. wobei dcr cine dcr Mchr- 
y.ahl von TIalblcitcrchips die AnschluBflache (lb, 100b) 
bcinhallei, die aus dcr Offnung (20b, 20c) dcr hauptsei- 
tigen wanncbcslandigcn 1 Iar/lage (2, 2a) freigcicgl ist, 55 
wobci 

dcr Schrilt eincs Vcrbindcs des Drahts (4) mil dcr An- 
schluBflache (lb. 100b) an dem cinen dcr Mchrzahl 
von TIalblcitcrchips ausgefuhn wird. 

19. Verlahren /.um Hcrslcllen cincr Hal b lei tervorrich- 60 
lung, das die foigenden Schritle aufweist: 

Vorbercitcn eincs Halblcilcrwalers (10), dcr cine Halb- 
leitcrstrukiur aufweist: 

Verbinden cincr haupiseiiigcn wannebestandigen 
Ilar/.lagc (2, 2a) mil dem ITalblciicrwalcr (10) dureh ci- 65 
nen haupiseiiigcn warmebesiandigen Klcbstoff (3), um 
die Halblciierslruktur zu schiilzcn: 
Schneiden des Ilalbleiierwafcrs (10) dureh Zcrleilcn in 



cine Mchr/ahl von TIalblcitcrchips; und 
VcrgieBcn von cinem dcr Mchr/ahl von TIalblcitcr- 
chips, dcr die hauplseitige warmebeslandige I Tar/1 age 
(2, 2a) bcinhallei, mil TTarz. 

20. Vcrfahrcn nach Anspruch 19, gekennzcichncl 
dureh cinen Sennit, eincs Vcrbindens cincr ruckseiligcn 
wariitebcslandigen TTar/lage (102) mil dem ITalbleitcr- 
wafer (10), uni die Halblciicrslrukiur auf cincr Seilc, 
die der haupiseiiigcn warnicbestandigen TIar/.lage (2, 
2a) gcgeniiberliegi, zu schiilzcn, vor cinem Schneiden 
des TIalbleiler wafers (10), wobci der cine dcr Mchr/ahl 
von TIalblcitcrchips zusammcn mil den haupiseitigen 
und ruckseiligcn warnicbestandigen TIar/lagen mil 
TTarz vcrgosscn wird. 

21. Verlahren /um Hcrslcllen eincr TTalblcilervorrich- 
lung. das die foigenden Schritle aufweist: 
Vorbercitcn eincs Ilalbleiierwafcrs (10), dcr cine Tlalb- 
lcitcrslruktur aufweisl; 

Verbinden eincr haupiseitigen wanncbcslandigcn 
Harzlagc (2. 2a) mil dem Halblcitcrwafer (10) dureh ci- 
nen haupiseiiigcn wanncbcslandigcn KIcbstofT (3), um 
die Ilalblcitcrstruktur zu schulzcn; 
Schneiden des TTalblcitcrwafcrs (10) dureh Zcrleilcn in 
einc Mchr/ahl von TTalbleiicrchips: und 
Bcfestigcn von cinem dcr Mchr/ahl von TTalbleiicr- 
chips an cinem Gehause /usarnmcn mil dcr haupiseiti- 
gen warmebesiandigen TTar/lage (2. 2a). 

22. Vcrfahrcn nach Anspruch 21. dadurch gekenn- 
zcichncl, daB die warmebestandige TTar/lage cine war- 
mebeslandige Tcmperatur aufweisl. die hdher als cine 
Tcmpcratur ist, bei wclcher der Schritt eincs Bcfcsti- 
gens des cinen dcr Mchr/ahl von TTalbleiicrchips an 
dem Gehause ausgcfuhrl wird. 

23. Verlahren nach Anspruch 21,- gckenn/cichnet 
dureh einen Schritt eincs Vcrbindens eincr ruckseiligcn 
warmebesiandigen TTar/lage (102) mil dem ITalblcitcr- 
wafcr (10), um die Halblciicrslrukiur auf eincr Seile. 
die der haupiseitigen wannebestandigen TIar/.lage (2. 
2a) gegenubcrliegl, zu schuly.cn, vor cinem Schneiden 
des Halblciterwafers (10), wobei dcr cine dcr Mchr/ahl 
von TTalbleiicrchips mil dcr sich dazwisehen befinden- 
den ruckseiligcn warmebesiandigen Harzlagc an dem 
Gehause bcfesligt wird. 

24. Vcrfahrcn nach eincm dcr Anspruchc 16. 19 und 
21, dadurch gckenn/cichnet, daB die hauplsciligc war- 
mebeslandige Harzlagc (2, 2a) cine Vcflicfung /um 
Bcdeckcn dcr HaJblciterstruklur in cinem nichlberuh- 
renden Zusiand aufweisl. 
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